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Breve descripcion del trabajo:

Para superar los limites de escalado de las memorias tradicionales DRAM, se han propuesto recientemente distintas celdas
de memoria de un solo transistor (1T-DRAM) sin condensador como, por ejemplo, ARAM [1], A2RAM [2], Z2FET [3] o
MSDRAM [4].

En la actualidad, la tecnologia de circuitos integrados evoluciona hacia estructuras de dispositivos tridimensionales como
FinFET, nanowires y nanosheets, lo que motiva una adaptacion de dichas celdas de memoria a estas nuevas arquitecturas.
El trabajo se centrara en el estudio mediante simulacion de dispositivos semiconductores tridimensionales como 1T-DRAM
para analizar su viabilidad en futuros nodos tecnologicos.

Objetivos planteados:
o  Estudio bibliografico de las celdas de memoria propuestas.
Simulacion de dispositivos electronicos con Sentaurus Device [5].
Estudio de los mecanismos fisicos involucrados en el funcionamiento de las celdas de memoria.
Andalisis de la viabilidad de estructuras tridimensionales como 1T-DRAM.
Desarrollo de las capacidades para el trabajo autonomo, la iniciativa y la habilidad para innovar y generar nuevas
ideas.

Metodologia:

o Estudio del estado del arte y seleccion de la celda de memoria mas adecuada para su implementacion en
arquitecturas 3D.
Definicion de la estructura del dispositivo a estudiar.
Seleccion de los modelos y parametros fisicos mas adecuados para reproducir el funcionamiento como memoria.
Simulacion, andlisis e interpretacion de los resultados obtenidos con Sentaurus Device.
Optimizacion de los parametros caracteristicos de la celda: margenes de corriente y tiempos de retencion.
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